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MEMORIA DESCRIPTIVA
Sobre:
"PERFECCIONAMIENTOS EN LA FABRICACION DE PLACAS SEMICONDUC
‘ TORAS" . |
Solicitante: D. German ARANA ORMAZABAL, de naclonalidad es-—
pafiola, domiciliado en Campanario, 1l - SAN SE-~
BASTIAN, -

Inventor: Bl solicitante.

Esta patente corresponde.a unos perfeccionamientos

introducidos en la fabricacidn de placas semiconductoras,
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principalmente en aguéllas en que el elemento semiconductor
es el selenio.

La formacidn de cada una de las placas que, reuni-
das en bateria, son posteriormente utilizadas para la reotiﬁi
cacién de corrientes alternas es rbalizada de acuerdo con
wnas directrices generales impuestas por le técnica de mani-
pulaecidn de los materiales que intervienen. Pero segin las
caracteristicas eléctricas y mecdnicas que se desee incorpo-
rar a semejantes placas, variardn en general ciertas secuen
cias del proceso de fabricacién.

En la actualidad son utilizadas las placas que se
mencionan, formadas por una capa de elemento semiconductor
extendida sobre una base de material conductor, con fines de
rectificacidn. | |

Sin embargo, se ha observado que el selenio pfesen-
ta una interesante propiedad que amplia el campo de su aplica-
cién industrial respecto a las posibilidades de otros semicon
ductores, tales como silicio, germanio, etc., ya habituales
en la técnica de rectificacidén de corrientes.

La propiedad que se indica permlite utilizar unida-
des de un tipo similar a los construidos pare el montaje de
rectificadores, cuando el semiconductor es precisamente el
gselenio ,pero concebidos pars la proteccidn eléctrioa frente
a sobre-intensidades peligrosas en circuitos de rectificacidn
e base de placas de silicio, germanio, etc.

Las placas rectificadoras presentan una gran sen-—
sibilidad a los efectos destructores de las sobreintensida-
des, debido entre otras causas 8 su bajae dapacidad calorifica :
que determina una importante elevacidn de temperatura al pro-
ducirse cualquier anormal aumento en el valor de la intensi-
dad.

La rapidez con éug pueden quedar deterioradas o in-

cluso destruidas las placas rectificadoras al sobrevenir un
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cortocircuito, reduce prdcticumente a cero la eficacia de
las protzcciones electromagnéticas o térmicas de tipo con-
vencional. Y al ser preciso proyectar aparatos especiales
de proteccidn, resultan éstos mds eostosos que el propio
equipo rectificador a cuya proteccidn 8e destinan.

3e ha comprobado que la caida de tensidn a través
de placas de tipo rectificador de selenio aumenta mucho mds
répidamente que la corriente continua que las atraviesa en
su sentido de paso.

La gréafica de la funcidn caida de tensidén presenta
une forma parabbélica. La inserccién de una bateria de elemen
tos de selenio que presente esta caracteristica hard que,
con la intensidad nominal rectificada de paso, la caida de
potencial sea pequefia, pero que, si se establece un cortocir
cuito en el circuito de tensién rectificada, después, de di-
cha bateria, la intensidad de cortocircuito queds limitada
en magnitud y rapidez de establecimiento por la caida de vol
taje creciente de dicha bateria de elementos de selenio.

La cantidad de electricidad que atraviesa el c¢ircui-
to durante el intervalo en el que todavia no actuan las pro-
tecclones convencionales queda considerablemente reducida, y
el peligro de destruccidn o averia, conjurado.

Por tanto, la insercidén de elementos rectificadores
de selenio en circuitos de utidizacidén de corriente continua
rectificada por elementos usuales de silicio, germamnio, etc.,

permite el uso de protecciones térmicas y electromagnéticas

- de tipo convencional, sin ningin peligro para la integridad

de los mencionados rectifioadorqp. d

La invencién se basa por ello en el siguiente hecho:
Las placas de selenio fabricadas con fines de recti-
ficacidén presentan en general, al atravesarlas una corriente

continua en su sentido de paso, un coeficiente de variacién
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de resistencia con la temperatura enormemente elevado y cre-
ciente, con la importante peculiaridad de que, después'de ser
sometida una placa de selenio a diversos calentamientos sﬁcen
sivos de ensayo, su curva caracteristica de resistencia en
funcidn de la intensidad Ge paso pelmanece sensiblemente éong
tante, es decir, que no se destruye el efecto propuesto ain
cuando actie muchas veces de la misma forma.

Ahora bien las placas de selenio fabricadas con fi;
nes de rectificacidén son proyectadas con ese dnico y exclusi=-
vo objeto. En su dimensionado eléctrico y en su preparacién
o tratamiento se tiene en cuenta el régimen de trabajo a que
posteriormente serdnsometides Esta es la recepcidn de una ten
sidén alterna, de la que sélo permiten pasar corriente en un
determinado sentido; sin sobrecargas excegivas.

Es otra la misidn de las placas de selenio utiliza-

das con los fines gue se indican en esta memoria.

En efecto, soportardn una tensidn continua en su sen- ;
tido de paso, y reaccionardn de forma satisfactoria frente a
las sobreintensidades, presentando una elevadisims caida de
potencial respecto a ellas.

El trotamiento que viene desarrolldndose en la ac-
tualidad paru la fabricacidn de placas de selenio rectifica-
doras, debe ser modificado, siquiera en parte y es objeto de
esta patente introducir en la elaboracidn de .tales placas los
perfeccionamientos destinados a multiplicar la eficacia de
las placas de selenio al ser utilizadas con fines de protec-
cidn.

Seguidamente se descriE}ré la mefiera de incorporar
los citados perfeccionamientos a la preparacidén de placas de
selenio, por ser éste el material gemiconductor de comporta-
miento mejor estudiado en el terreno de esta invencién. No
obstante los mismos perfeccionamlentos podrén ger incorpora-

dos al tratamiento de todo semiconductor susceptible de ello.
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Las placas de sostén,de aluminio, son primeramen-
te sometidas a chorro de arens para obtener la superficie
rugosa previae.

Después, al vacio, se hace una deposicién de una
delgeda capa de bismuto. E1 grado de vacfo es poco elevado,
en contra de lo que es habitual en la fabricacién de placas
de selenio para fines de rectificacidn.

A continuvacidén, también al vacio, se hace la de-
posicidn de una delgada capa de selenio. También aqui, en
confra de lo habitual, el grado de vacio es poco elevado.

Seguidamente se hace la transformascién alotrépica
del selenio en dos fases:

12,~ Se realiza en un horno a 1302 C. aproximada-
mente de temperatura,

28,- Esta fase se realiza en un tipico horno de
naftalina, de los utilizados para este objeto en la fabrica-'
cién de placas de selenio.

Después dé realizada la transformecién alotrépice
del selenio, se rocian las placas con un elemento cataliza-
dor de cape barrera. _ .

Luego se metaliza sobre las placas de contraelec-

"trodo. En este caso es una aleaocich ternaria de cadmio-bismu

to-estafio.

A continuacidn se realiza la formecidn de las pla-
cas bajo'tensién alterns.

Finalmente se procede a un recubrimiento con bar-
niz termoendurecible, a base de silicén, para evitar que,
con el reblandecimiento, se desprendan 108 recubrimientos
de las placas de selenio., ¥

Como podrd apreciar un entendido en la masteria,
existen diferencias respecto al prbceso habitualmente segui-

do én la actualidad para la formacién de placas rectificado-

ras, en los puntos siguientes:
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a) Bl grado de vacio es poco elevado
135. b) La transformacidén alotrdépica del selenio se rea-
.liza antes que la deposicidn del contraelectrodo.
¢) E1 contraelectrodo es une aleacidn ternaria
d) La formeeidén final de las placas se hace bajo
tensidén alterna.
140. N O =T A

La Patente de Invencidn que se solicita en Espafia,

por veinte afios, de acuerdo con la vigente Legislacidén debe—-
ré recaer sobre: "PERFECCIONAMIENTOS EN LA FABRICACION DE PIA!
CAS SEMICONDUCTORAS", segin las caracteristicas esenciales
145. de las siguientes:
REIVINDICACIONES
Iléo— Perfeccionamientos en la fabricacién de placés

semiconductoras, caracterizados porque se realizan sobre une
placa metdlica de gostén de superficie adecusdamente rugosa,la
150.' deposicién al vacio de una delgada capa de un semiconductor,por
ejemplo bismuto, y de una segunds capavde otro semiconductor, |
preferentemente selenio,seguido todo eilo de la transformacién
alotrdpiqa del selenio,;ociéndose posteriormente las placas con
un elemento catalizédor de capa berrera, seguido de la metaliza
155. cidn del contraelectrodb, la formameidn de las placas y el fi-
nal recubrimiento con un material termoendurecible, caracteri
zéndose los citados perfeccionamientos‘por el hecho de reali-
zarse la transformacidn alotrdpica del selenio, la cual cons-
ta de dos fases, antes de la deposicién del contraelectrodo,
160, estando este Altimo formado por une aleacidn ternaria.

28 ,~ Perfeccionamientos en le fapricacidn de placas
gemiconductorus, segdn‘reivindicaéién anterior, caracteriza-
dos porque la aleacidn que constituye el contraelectrodo es—
t4 constituida de preferencia por cadmio-bismuto-estatio,

165. 32,- Perfeccionamientos en la fabricacidén de placas

semiconductoras, seginm reivindicacidén 1%, caracterizados por-
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que el vacio en que se realiza la deposicidén de las capas
de semiconductores es de grado poco elevado.

48 ,- Perfeccionamientos en la fabricacidén de placas
semiconductoras, segin reivindicacién 18, caracterizados por-
que la Fformacidn final de las placaé ge hace bajo tensién al-
terna.

58 ,~ "PERFECCIONAMIENTOS EN LA FABRICACION DE PILA-
CAS SEMICONDUCLORAS".

Segun queda sustanclalmente descrito en la presente
Memorie descriptiva, que consta de siete hojas escritas a né-
quina por una sola cara.

Medrid, 1 de Febrero 1.962
D. GERNMAN ARANA ORMAZABAL

P.P.
mwo*ﬁeu CABRERIZ
2.
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